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1．はじめに 

 前回、我々は窒素添加 LaB6 界面制御層(IL)

によるしきい値電圧(VTH)制御を用いた、ペン

タセン Pseudo-CMOS について報告した[1]。今

回、Pseudo-CMOS における、ペンタセンの堆

積温度依存性について検討したので報告する。 

2．試料作製方法および評価方法 

 Wet 酸化により酸化膜(13 nm)を形成した

SiO2/Si(100)基板上に、RFスパッタ法により RF

出力 20 Wで窒素添加LaB6 IL (1.2 nm)を室温堆

積し、パターニングを行った。次に、ペンタセ

ン(10 nm)を基板温度を室温または 100
o
Cとし、

堆積レート 0.3 nm/min で形成した。さらに、

Auコンタクト電極(LD/WD = 50 m/1700 m、

LL/WL = 300 m/500 m)を形成した後に、Alを

用いて出力電極およびバックゲート電極を形

成し、Pseudo-CMOS を作製した。作製したデ

バイスに対して、インバータ特性を評価した。 

3．実験結果および考察 

 図 1(a)に各OFETのVTHのVD依存性を示す。

ペンタセンの堆積温度を 100
o
C とすることに

より、室温堆積と比較して VTH差が増加するこ

とが分かった。この結果、図 1(b)に示すように、

入出力特性の出力電圧のスイング幅が 0.98 V

から 1.6 Vに増加することが分かった。しかし、

ID-VD特性の動作点から抽出した特性には至っ

ていない。ゲートリークによりインバータ特性

が劣化していると考えられ、デバイスの微細化

により更なる改善が期待できる。 
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図 1 (a)駆動 OFET および負荷 OFET の VTH

の VD依存性。(b)入出力特性のペンタセン堆積

温度依存性。 

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))19p-231C-10 

© 2018年 応用物理学会 11-191 12.1


